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Este invento se refiere a cristales piezoeléc-.
tricos, tales como los que se emplean ampliamente para
fines de determinacidén de frecuencias en la "radio" y ra
mas afines.

5. ' Un defecto bien conocido de los cristales pie-
zoeléctricos construidos y dispuestos como hasta el pre-
sente se hace, es Que presentan varias resonancias dis-

tintas de la resonancia fundamental deseada. Para muchas

aplicaciones, como sucede especialmente, aunque no de mo-

10. do exclusivo, en la modulacidn de frecuencia, en oscila-
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dores de frecuencia ajustable por cristai y en filtros
por cristal, tales rescnancias secundarias, como se de=-
nominan, son muy indecseables, particularmente si, como
ocurre a msnudo, tienen una frecuencié préxima a la de
resonancisa principal deseada.

El presente invento tiene por objeto reducir
o eliminar las resonancias secundarias o indeseables en
un cristal piezoeléctrico y limitar el efscto de reso-
nancia todo lo posible a la frecuencia fundamental de-~
seada.,

Bl invento se basa en el descubrimiento, gue
ha tenido lugar como resultado de una extensa invesgtiga-
cidén matemdtice, de que cuando estd en funcionamiento um
oeristal normalmente montado con electrodos que cubren
solo una parte de las superficies opuestas del mismo,las
vibraciones detérminadas por sl espesor que ge producen
como resditado de la excitacidn a la frecuencia princi-
pal pueden confinarse en esencia al drea de los electro-
dos si se emplea en éstos un recubrimiento lo suficiente-
mente grande y grueso para que no sea necesario que las
vibraciones similares debidas a la excitacidn = ffecuen-
clas secundarias indeseadas queden también localizadas,
sino gque pueda permitirse que se manifiesten libremente
en las éreas periféricas del cristal exteriores a 1los
electrodos.

Este invento en su concepciédn més.amplia, se
refiere a una disposicidn de cristal piezmoeléetrico con
electrodos que no ocupan la totalidad de lams éreas.de las
caras opuestas del eristal, y se caracteriza pbr la exig-

tencla de medios de amortiguamiento de las vibraciones,
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segln el espesor del cristal en dreas exteriores a los
electrodos. .

Los medics de amortiguamiento pueden ser de
naturaleza mecinica o eléctrica.

En una forma de realizacidn del invento con
amortiguamiento mecdnico del eristal, se sujeta éste par-
cialmente por un area periférica para introducir pérdidas
por fricecidn.

Puede tamhién obtenerse un emortiguamiento me;
oénico si se aplica una capa o revestimiento de barniz
viscoso u otro material semejante a la gona exterior del
cristal. |

Aunque la aplicacidén del amortiguamiento por
medios mecdnicos es muy sencilla, el control que se obtie-
ne puede no ser tan bueno como cuando se aplica eléctrica~-
mente. Bn particular, si se emplea un barniz viscoso para
aplicar sl amortiguamiento, existe el defecto, en algunos
cagos muy importante, de que la modificacidn del barniz
con sl transcurso del tiempo puede alterar inadecusdamen-
te dicho amortiguamiento.

En otros ejemplos de ejecucidén también compren
didos dentro de este invento, se emplean superficies con-
ductoras de amortiguamiento eléetrico dispuestas exterior-
mente a los electrodos como revestimientos sobre el cris-
tal o como revestimientos en acaplamiento electrostdtico
con el ecristal, y estédn dispuestos para formar circuito
con pérdidas que introducen medios resistivos por medio
de lés cuales se aplica el amortiguamiento necesario.Cuan-

do se utlliza una superficle conductora acoplada electros-

- téticamente con el cristal, se obtiene un grado adicional
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de control puesto gue puede variarse alterando el espa-
cio, pero en genersal ésto no es necesario Yy se prefiere
el métqdo de revestimiento directo por rézones de senci-
llez.

En un ejemplo de ejecucidén de amortigusmien-
to eléetrico eomprendid@'dentro de este invento, se dis-
pone un par auxiliar de electrodos en el &rea marginal
del cristal, y se unen éstos por intermedio de una impe-
dancia que incluye resistencia. Esta disposicidn tiene
el defecto de que el amortiguamiento es algo selectivo
de frecuencia, ya que produce pérdidas méximas, y por
consiguiente amortiguamiento méximo, cuando existe una
semi longitud de onda en los electrodos suxilisares,y pé£
didas cero cuando existe en ellos un nimero exacto de
longitudes de onda.

En otro ejemplo de e jecucidn, una parte rela
tivemente grande del 4drea marginal de un cristal exterior
mente a los electrodos principales y separada de ellos
por una distancia del S6rden de mil{metros tiene preferi-
blemente una pelfcula metdlica de modo que a través de
ella se crean varias semi-longitudes de onda a frecuen-
cias indeseadas. [Esta pelicula se dispone sobre un la-
do solamsnte del cristal, y se introducen pérdidas revis-
tiendo la cara opuesta con una delgada pelicula de alta
resistividad. Esta disposicién sigue siendo hasta clerto
punto selectiva de frecuencia, pero no tanto como la des-
crita anteriormente; con ella se obtiene un grado muy al-
to . de supresidn de todas las frecuencias de resonancia
indeseada. Si se prefiere, en lugar de emplear una pelf-

cula depositada de alta resistividad, se puede mantener
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contigua &l cristal una superficie de estas caracteris-
ticas acoplada capacitivamentse al mismo. En general, sin
embargo, el uso de revestimientos depositados se prefie-
Te por ser mecanicamente més adecuado,

Es conveniente disponer de dos conectores pa-
ra poder medir la resistividad del revestimiento.

| Las aplicaciones de este invento no se limitan

a formes especiales de cristal. Desde el punto de vista
del célculo del proyecto, los criétales rectangulares
son mids sencillos de emplear. Un ejemplo no limitativo
ge i1lustra por el dibujo adjunto, en el gue la figura 1
es una representacidén simplificada de la seccidn, y la
fiéura 2, una vista frontel simplificada desde una de
lasg caras del cristal.

Con referencia a los dibujos, un cristal rec
tangular 1 cubierto en una de sus caras por un electrodo
central rectangular 2 er forma de una pelicula provisto
de un conector integral 2a, prolongacidén de la pelicula,
que lo une eléctricamente con un hilo de conexién 3 si-
tuado en un angulo o borde. Excepto en una peéueﬁa édrea

rectangular 4 de unos pocos milimetros alrededor del elec-

'~ trodo central y una pequefia 4rea a uno y otro lado del co-

nector 2a, el resto de la superficie del cristal esté re-
cubierto también de la peliculae 5, igualmente metélica.

La cara opuesta dsl cristal estéd provista de un electrodo
principal 22 con su propio conector 22a que llega a un én-
gulo o borde en el que se une con un hilo de conexidn 23

vy tiene tembién un delgado revestimiento resistivo 25
opuesto al revestimiento metéalico del otro lado del cris-

tal, de la misma forma y tamafio que éste y dispuesto en
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guamiento se aplica mecénicamente cubriendo el cristal
con un revestimiento periféricd formado por una capa de
barniz viscoso o material parecido.

4¢ - Perfeccionamientos, segin lo especifica-
do en la reivindicacién 1, caracterizado porque las su-
perficies conductoras de amortiguamiento eléctrico, dis-
puestas exteriormente & los electrodos, se disponen como
revestimiento gobre el cristal o como revestimientos con
acoplamiento electrostatico con el mismo y dispuestas pa-
ra formar circuito con pérdidas que introducen medios re-
sistivos medliante los cuales se aplica el amortigusmiento
necesario.

5¢ - Perfeccionamientos, segun lo especifica-

do en la reivindicacibn 4, caracterizado porqu$7§&r auxi-
liar de electrodos se dispone en el 4rea marginal del cris
tal y se completan uniéndolas exteriormente con una impeQ
daneiz que incluye resistencia.

62 - Perfeccicnamientos, segin lo especifica-
do en la reivindicacidn 4, caracterigado porque parte del
érea marginal de un oristal sxteriormente a los electrodos
principales y separada de los mismos por una distancia del
érden de milimetros astZ cubiertz por un revestimiento con
ductor de modo que se producen varias semi-longitudes de
onda a frecuencias indeseadas en dichos revestimientos,
el cual estd dispuesto solo en un lado dsl cristal y se
completa con otro del lsdo opuesto consistente‘en una del-
zada pelicula ds alta resistividad y euyo efscto es intro-
dueir pérdidas en ¢l eristal.

72 - Perfeccionamientos, segin lo especifica-

do en la reivindicacidn 5, caracterizado porque en lugar
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forme analoga. Bl

- NOTA -

Hebiendo ya descrito ampliamente la naturaleza
del invento, as{ como lea manera de llevarlo a cabo en la
préctica, se hace constar que los procedimientos anterior-
mente descritos son susceptibles de ligeras modificaciones
de detalle, sin que por ello se altere el principio funda-
mental del invento. También se hace constar que dicho in-
vento se refiere a una Patenfe presentada en Inglaterra
con fechea 2 de mayo de 1947, bajo el N2 11.921, acogiéndo-
se por lo tanto a los beneficios que conceden los Conve-
nios Internacionales en vigor, sisndo lo qus constituye
la esencia del mismo y por lo que se solicita patente de
Invencidn por veinte ajilos en Espafia: "Perfeccionamientos
relecionados con cristalesvpiezoeléctricos”; caracterizan
dose por lo siguiente:

12 - perfeccionamientos relacionados con cris-
tales piezoeléctricos, que comprenden electrodos que no
ocupan la totalidad de las dreas opuestas del cristal pie-
goeléctrico, caraqterizada por la existencia de medios pa-
ra amortiguer las vibraciones determinadas por el espesor
del cristal en éréas exteriores a la superficie de 1los
electrodos.

2¢ - Perfeccionamientos, segin lo especifi-
cado en le reivindicacidn l, pero caracterizado porque el
amortiguamiento se aplica mecdnicamente sujetando el eris-
tal por une érea periférica para introducir pérdidas por
friccidn.

%2 - Perfeccionamientos, segln lo especifica-

do en le reivindicacidn 1, caracterizado porque el amorti-
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de emplear una pelfcula depositada, de alta resistividad,
se puede mantener contigua al eristal una superficie de
alta resistividad de modo que quede acoplada capacitiva-
mente.

82 - Perfeccionamientos relacionados coh cris-
tales piezoeiéctricos; tal y como queda substancialmente
descrito en la presents llemoria y representado en los di-
bujos que se acombaﬁan.

Esta Memoria coﬁsta ée ocho hojas escritas a

maquina por una sola cara.

lladrid, 29 de Mayogq de’
MARCONI'S WIRELESS TELi(

por Poder de
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